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(57) Abstract : The invention relates to a process for forming a semiconductor layer (26) using a substrate (20), called a donor sub-
strate, made of the same semiconductor material, the process comprising: forming a region (22) with a high lithium concentration in
said donor substrate, the lithium concentration in said region being between 5x10™ atoms/cm® and 5x10% atoms/cm?; next, implan-
ting hydrogen (24) into the donor substrate, in, or in the vicinity of, the region with a high lithium concentration; applying a carrier
(19) to the donor substrate; and applying a thermal budget so as to detach the layer (34) defined by the implantation.

(57) Abrégé : On décrit un procédé de formation d'une couche (26) de matériau semi-conducteur & partir d'un substrat (20), dit sub -
strat donneur, en ce méme matériau semi-conducteur, comportant : - la formation dans ledit substrat donneur, d'une zone (22) a forte
concentration en lithium, avec une concentration comprise entre 5x10' atomes/cm® et 5x10*° atomes/cm?, - puis une implantation
d'hydrogéne (24) dans le substrat donneur, dans, ou au voisinage de, la zone a forte concentration en lithium, - l'application d'un rai-
disseur (19) avec le substrat donneur, - l'application d'un budget thermique pour conduire au détachement de la couche (34) définie
par 1" implantation.



